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1. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK PRADOWO-NAPIECIOWYCH DIOD
POLPRZEWODNIKOWYCH METODA OSCYLOSKOPOWA

BADANIE DIOD POLPRZEWODNIKOWYCH
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1.1. Przygotowanie uktadu
1. Podtaczy¢ gniazdo X badanego uktadu z wejsciem X odchylania poziomego
oscyloskopu, a gniazdo Y z wejsciem Y odchylania pionowego oscyloskopu.
2. Podtacz z autotransformatora na wejscie uktadu pomiarowego napiecie
przemienne o okreslonej przez prowadzacego wartosci.

1.2. Wyznaczanie charakterystyk pradowo-napieciowych diod
w kierunku przewodzenia

1. Skonfigurowac uktad pomiarowy w kierunku przewodzenia.

2. Wiaczy¢ w obwod pomiarowy diode germanowa (DG).

3. Ustawi¢ za pomoca autotransformatora okreslong przez prowadzacego
wartosé napiecia zasilania.

4. Zaobserwowac i odrysowac charakterystyke badanej diody.

5. Dokona¢ kalibracji odchylania poziomego (0$ napieciowa) i pionowego (0$
pradowa).

W przypadku kalibrowania osi prgdowej nalezy przeliczy¢ wielkos¢ odchylania
pionowego z napiecia na prgd zgodnie z prawem Ohma, czyli wg. zaleznosci:
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6. Powtorzy¢ pomiary wedtug punktow 2 — 5 dla diody krzemowej (DK) i Zenera
(D2).

1.3. Wyznaczanie charakterystyk pradowo-napieciowych diod

w kierunku zaporowym

1. Skonfigurowa¢ uktad pomiarowy w kierunku zaporowym.

2. Wiaczy¢ w obwod pomiarowy diode germanowa (DG).

3. Ustawi¢ za pomoca autotransformatora okreslong przez prowadzacego
wartosé napiecia zasilania.

4. Zaobserwowac i odrysowac charakterystyke badanej diody.

5. Dokona¢ kalibracji odchylania poziomego (0$ napieciowa) i pionowego (0$
pradowa).

W przypadku kalibrowania osi prgdowej nalezy przeliczy¢ wielkos¢ odchylania
pionowego z napiecia na prgd zgodnie z prawem Ohma, czyli wg. zaleznosci:
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1000 W
6. Powtdrzyé pomiary wedtug punktow 2 — 5 dla diody krzemowej (DK) i Zenera
(D2).

W sprawozdaniu:
1. Okresli¢ napigcia progowe lub napi¢cia Zenera badanych diod,
2. Oszacowaé rezystancje szeregowa Rs badanych diod. Rezystancjata jest
wyznaczana z nachylenia styczng do wykresu z kierunku przewodzenia
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3. Oszacowa¢ rezystancje uptywu R, badanych diod. Rezystancjata jest
wyznaczana z nachylenia stycznegj do wykresu z kierunku zaporowym:
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4. Sformutowa¢ wnioski, wynikajace z badania wybranych uktadow z diodami
pOtprzewodnikowymi.



2. BADANIE TRANZY STORA BIPOLARNEGO (punkt po punkcie)
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Uktad potaczen do badaniatranzystora

2.1. Przygotowanie uktadu

1. Potacz uktad zgodnie z powyzszym rysunkiem.
2. Po sprawdzeniu potaczen przez prowadzacego ¢wiczenie zatacz zasilanie
uktadu pomiarowo/zasilgjacego (zaswieci si¢ dioda el ektroluminescencyjna).

2.2. Zdejmowanie charakterystyk wyjsciowych tranzystora

1. Ustaw podany przez prowadzacego laboratorium prad bazy.

2. Zmienigiac w podanym przez prowadzacego zakresie, napiecie kolektor —
emiter, odczytuj napiecia kolektor — emiter i odpowiadajace im prady
kolektora.

3. Powtdrz punkt 1 do 2 dlainngj podanej przez prowadzacego wartosci pradu
bazy. Wyniki zapisuj w tabeli.
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2.2. Zdejmowanie charakterystyk przejsciowych tranzystora

1. Ustaw podang przez prowadzacego ¢wiczenie wartosé napi¢cia kolektor —
emiter.

2. Zmienigjac prad bazy odczytuj prady bazy i prady kolektoraw podanym przez
prowadzacego zakresie.

3. Powtdrz punkty od 1 do 2 dlainng] wartosci napiecia kolektor emiter podanej
przez prowadzacego ¢wiczenie. Wyniki zapisuj w tabeli.
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W sprawozdaniu:
1. Napodstawie przeprowadzonych pomiarow wykresli¢ charakterystyki
wyjsciowe i przejsciowe.
2. Z charakterystyki przejsciowej odczyta¢c wzmocnienie tranzystora.



